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かにしている．一方，溶解性に関しては，アルキル置換した DNF–V 系材料はいずれも 0.1wt%を超える高い溶解性を








熱失活等により蛍光特性が下がる傾向があるが，2, 10 位アルキル置換した Cn–DNF–VW は 40–50%と高い蛍光量子
収率を保つことを明らかにしている． 
	 第三章では DNF–V誘導体，DNF–W の電荷輸送性能について論じている．中でもアルキル置換 DNF–V系材料の多
結晶膜を用いて OFET 素子を作製し評価したところ最高で 1.6 cm2 V–1 s–1とフラン系材料としては世界最高の移動度
を有する材料であることを見いだしている．筆者は材料の真のキャリア移動度を評価するために結晶粒界のない単結
晶での FET についても検討を行っている．単結晶の調製は無置換体については Physical Vapor Transport 法，アルキル
置換誘導体はエッジキャスト法と呼ばれる本学産研の竹谷研究室（現	 東京大学）が開発した塗布法により得ている．
得られた単結晶を用いた FET を評価したところ，DNF–V系材料は 1.0 cm2	 V–1 s–1を超える高い正孔移動度を示すのに









いる．合成した U字型分子群はその捻じれた構造から V字およびW字型分子と比べて高い溶解性を示し，特に DNF–U
は有機溶媒に対して 6.4 wt%と非常に高い溶解性を有している．いずれの化合物も高い熱安定性を有し，X 線結晶構造
解析の結果，DNF–Uはヘリングボーン型，DNT–Uは１次元的なカラム状構造を形成しており，単結晶 FET によりキ
ャリア輸送性能を評価したところ，DNF–Uは 1.9 cm2 V–1 s–1，DNT–Uは 0.15 cm2 V–1 s–1と 10 倍近い性能差がある．
これは DNF–Uが２次元伝導に有利なパッキング構造を形成する原因であると指摘している．	 
	 第五章は本研究の総括に当てられている．第二章から第四章の結果をもとに酸素架橋された縮環パイ電子系材料が
示す優れた性質を考察するとともに，今後の展開について述べている．	 
	 なお，本論文第二〜第四章は東京大学教授竹谷純一博士，東京大学准教授岡本敏宏博士および東京大学特任助教三
津井親彦博士との共同研究であるが，研究計画及び検討の主体は論文提出者であり，論文提出者の寄与が十分である
と考えられる．	 
	 以上のように、本論文は酸素架橋パイ電子系材料の合成および有機デバイスへの応用に関して，有機合成化学，
元素化学，光化学さらには半導体物理を幅広く網羅する，学術的に非常に価値の高いものである．さらに提示された
分子設計指針は次世代有機半導体材料の開発へつなげていく点でも有益であり，応用物理学，特に材料科学に寄与す
るところが大きい．よって本論文は博士論文として価値あるものと認める．	 
 
